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1． はじめに 

従来の Perovskite太陽電池の作製プロセスに

は、n 型半導体層に 500℃の熱処理が必要であ

る(1)。その為、PET基板を用いるフレキシブル

化は従来法では実現しえない。 

これまで著者らは、ジエチル亜鉛を前躯体と

して、塗布プロセスによる低温の n型半導体層

形成を可能としてきた。しかし、塗布プロセス

で形成する層ではピンホールが多く存在して

いることが明らかとなった。Perovskite 太陽電

池において緻密層のピンホールは再結合を促

進するものであり、変換効率の低下をまねく。 

そこで、本研究ではジエチル亜鉛層を原子層

堆積法(ALD)で形成することでピンホールフ

リー化を図った。ここでピンホールフリー化に

よる性能向上を実現したので報告する。 

 

図 1 ALD 法を用いた太陽電池特性 

2.実験装置及び方法 

 一部をエッチングした ITO 基板上に、ALD

で酸化亜鉛緻密層を形成後、Perovskite の前躯

体となる PbI2 及び MAI をスピンコート法の

1pot法で成膜した。成膜時のスピン中に、ジエ

チルエーテルを膜表面から滴下した。成膜後、

65℃、1 分間でアニール処理を施した。

Perovskite 層上に Spiro-OMeTAD 層をスピンコ

ート法で形成し、一定時間後、金蒸着して作製

した。変換効率測定には、ソーラーシュミレー

タを用いて I-V 特性を測定した。 

3. 実験結果及び考察 

図 1 にスピンコート法で酸化亜鉛緻密層を

作製した際と ALD で酸化亜鉛緻密層を形成し

た際の I-V 特性比較した結果を示す。同図にお

いて、ALD 法で形成する太陽電池の場合、FF

の著しい向上が確認できる。これは、ピンホー

ルフリー化による再結合抑制が寄与している

ものと示唆される。 さらに、Jsc 値が 20mA

程度流れている結果からジエチル亜鉛の有機

物が一定程度除去されていることが考えられ

る。この時、有機物除去が不完全だった場合に

は、トラップ要因となるから、電流は著しく低

下する。従ってスピンコート法では有機物除去

が不完全となっていることも効率低下の要因

になっていることが示唆される。
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